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Notations utilisées dans le sujet2.2K=22k=2,2K; 1M =1 MQ

c1. Etude de la partie : Analyse fonctionnelle.

A l'aide de la partie Analyse fonctionnelle, réporadaux questions suivantes :
Q1) Donner les 2 groupes des capteurs d'alarme etrdéfim réle.

Q2) Un utilisateur réalise un code d'entrée corredi¢dide correct). Quelles seront les actions
effectuées au niveau du portail en fonctionnemennal et en absence d’obstacle ?

Q3) Drapres le diagramme sagittal, quels sont les él&mgui peuvent avoir une action sur le
portail ?

Q4) Citer les différents types de captage qui peuveatedfectués.

c2. Etude de FP2 : Captage de fumée.

Réle de FP2 :

La fonction captage de fumée est réalisée autaur circuit spécialisé qui permet de détecter la
présence de fumée. Pour effectuer cette opératifonttion émet périodiquement, dans une cavité
noire, a l'aide d’'une diode infrarouge, un signai g@st réceptionné sur une diode infrarouge
réceptrice. En présence de fumée, le signal refferelidu signal émis. Dans ce cas, une LED
s’allume, une alarme retentit et un contacteuaesonne.

Le schéma structurel de la fonction FP2 est donnéisla page CAN1

On propose de déterminer des composants ou déguéti choix de certains composants
entrant dans la constitution du détecteur.

C2.1. Etude du signal émis sur diode émettrice infrarouge IRED

A l'aide de la documentation technique du circuit45012(pages CAN2 et CAN3).

Q5) Relever les périodes minimale, typique et maxinggle doit avoir 'impulsion IRED lors
d’'un test de fumée fkpdans le cas Smoke Test).

Q6) Relever I'encadrement dans lequel doit se trougeteimps de la largeur de I'impulsion
IRED (twrep))-
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Les oscillogrammes ci-dessous représentent des mesueffectuées aux bornes de R13.
lIs sont donc représentatifs du courant qui circuledans IRED.

Oscillogramme n°1 Visualisation de la fréquence des impulsionsIB&D lors d’un test
de fumée.

- Agilent Technologies

Echelle : 2V/div
2sec/div

Oscillogramme n°2 : Durée d’une impulsion IRER kD).

<% Agilent Technologies

_dr

Echelle : 2V/div

50us/div
o . s Fomesoutra com
Exploitation de I'oscillogramme n°1 Docs 3 portée do main

Q7) Déterminer graphiqguement la période du signal IREMée jkep).
Cette valeur vous parait-elle satisfaisante ?firrd réponse.
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Q8) Déterminer graphiquement la durée de I'impulsioRIR(notée }(rep)).-
Cette valeur vous parait-elle satisfaisante ?filrrdi réponse.

On désire améliorer la durée dej(rep)

Q9) Trouver dans la documentation la relation liggktoy avec R1 et C3.

On désire que §rep) SOit €gale a 105ps ;

Q10) En déduire la nouvelle valeur de la résistance R1.

C2.2. Etude de la commande du relais.

Schéma structurel proposé

RC1 4.7k
+12V — Bornier de raccordement
T de sortie du capteur
B1
, RCZH
REL 4.7k B
D1 1 2R T|3 5 CD ||
///// [ W
5 cl4 | |
Sortie 170 finder 41.31 1 G) -
du MC145012 Reference du relais: 41.3.1.9.012.0010
R15 Ib
l' T2
T /o BC547A
i GND
= GND

Etude du montage:
Remarques:
* On appellera Rout la résistance équivalentetag& de sortie du montage (RC1,

RC2 et le contact du relais).
* Si 1/O est a I'état haut, la tension,d/; est égale a 12V.

Q11) Compiléter le tableau de fonctionnement du montagegsé sur la feuille réponséR1).
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A l'aide de la documentation technique du circdC145012(page CAN2 et CAN3).

Q12) Déterminer le courant IOHmMax disponible sur laisdfO si la tension d’alimentation est de
12V.

A l'aide de la documentation technique du relaisa la référence du relaigpage CAN4)

Q13) Déterminer la valeur de la tension nominale d'atitagon du relais.
Déterminer I'intensité nominale du courant absorbé.

Q14) Justifier a I'aide des questions précédentes lsemeEe du transistor.

Calcul de la résistance R15
A l'aide de la documentation technique du BC547page CAN5)
Q15) Déterminer:

* le gain en courant minimal du transistor.
* la tension typique de dsan( prendre le tesgl= 0,5mA). sFomesoutra.com
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A l'aide des résultats trouvés ci-dessus:

Q16) Calculer l'intensité § pour assurer la saturation du transistor avec aefficient de
sursaturation (nomme k) égal a 2.

Q17) En déduire la valeur de la résistance R15 (powreate transistor avec un coefficient de
sursaturation égal a 2).
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c3. Etude de FP3 :Adaptation, sélection et détection des états desgtaurs,

Schéma fonctionnel

de degré 2 de FP3:

Le schéma fonctionnel de degré 2 concernant latifongrincipale FP3 (Adaptation,
sélection et détection de I'état des capteursjasié ci dessous.

i L1 Adaptation | oc1 FP3 :
! »{ d'un capteur :
: FS31 i
Captage : :
d'intrusions || L2 Adaptation i
FP7 | »| dun capteur [AC2 !
! FS32 ;
i Adaptation 7 >AC Détection i
v L3 d'unpcaptar AC3 Sélection de l'état !
E > > dun i
i FS33 capteur i
! > et de sa :

CLa A'daptation AC4 d'un liaison | DAL, i
i > <1U”ﬁ3§§2” > filaire | DA2 !
Captage  |; > FS310 i
de fumée t L5 | Adaptation capteur :
FP2 . ™ d'un capteur FACS > i
! FS35 !
Captage |! > !
d'obstacles i g | Adaptation FS39 |¢ S[2..0] i
FP8 o ™ d'un capteur LAC6E i ;
i FS36 i
Captage : :
d'ouverture |; Adaptation !
FPO |, FS37 i
Captagede |{ | o | Adaptation |acg i
surveillance [i »| d'un capteur !
_de FS38 i
Ialimentation |; i
EP1  |Frmmrmrmmemm m o

Explication du fonctionnement de FP3 :

Les sorties des différents capteurs (FP7, FP2, FP8,et FP1) sont reliees aux entrées des

adaptateurs par une liaison filaire de 2 brins.
La fonction principale FP4 sélectionne a l'aide sigeaux S[2..0] et de FS39, les difféerents
capteurs. La fonction FS310 est chargée d'envog®isiinaux DAL et DA2, représentatifs
de I'état du capteur et de la liaison, a la fomcE®4 qui se charge d'exploiter ses signaux.

Le schéma structurel de FP3 est proposé en page CAN

Traitement
Numeérique
des
informations

FP4
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C3.1. Etude préliminaire : Sortie d'un capteur et cAblaeg capteur/adaptateur.

Positionnement du probleme :

Les capteurs (détecteur de fumée, anti-intrusiéteation d'obstacle, etc.) possédent en
sortie un contact normalement fermé. Les capteunms reliés aux parties "adaptation d'un
capteur" par une liaison constituée de deux fin®le cas, par exemple, d'un capteur anti-
intrusion, I'entrée d'un intrus (intrusion) provega l|'ouverture du contact. De facon a ne
pas étre détecté, l'intrus peut étre tenté de compeourt-circuiter des fils de liaison. Une
solution a ces deux derniers cas est de placert da@arbornes de raccordement, sur le
contact un jeu de deux résistances (RC1 et RC2).

Le montage ci-dessous représente I'étage de sortiein capteur et la liaison entre les bornes
de raccordement du capteur et les bornes de raccoethent de I'adaptateur.

Etage de sortie du capteur T Etage d’entree
de I"adaptateur
INTER_ NF RC1
4.7K L L] ||
| 1,
RC2 D [ D= A
4.7K Liaison filaire constituee de deux conducteurs
| | 3 B
Contact du capteur ! @ o u
normalement Ferme
Bornes de raccordement Bornes de raccordement
de sortie du capteur d’entree de I"adaptateur

Etude de la résistance vue aux bornes de la partelaptation :

Q18) En vous inspirant du cas n°1, compléter sur lallieoéponse CR1), les schémas des cas
n°2, 3 et 4, en représentant la position du corftactert ou fermé) et I'état des liaisons filaires
(intacte, coupée, court-circuitée).

On appelle Rcapt, la valeur de la résistance équilente a I'ensemble étage de sortie du
capteur et fils de liaison (résistance vue entresepoints A et B).

Q19) Déduire des schémas de la question Q18 et placéda $euille réponseGR1), les valeurs
de Rcapt dans les cas suivants :

* Aucun probléme d'intrusion,
* Un probléme d'intrusion et liaison filaire inta¢
* La liaison filaire coupée.
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Remargue : La structure interne des fonctions FS31 a FSBRlestique.
L'étude réalisée ci-dessous sera donc valabletpates les autres fonctions.

Explication du rble de FS31 :

La fonction FS31 (adaptation d'un capteur) perneefodirnir une tension représentative de
I'état du capteur et de sa liaison filaire.

Schéma structurel de FS31 :

Le schéma structurel de FS31 cablé avec Rcapbastcti-dessous:

VAC1

! IHOSS R310 D
RCAPT|j |
CD 2

—L GND

O] =
\ R38 \
\ o \
‘ = .
L1 ™ |
|
|
|

Q20) Dans le cas ou la liaison filaire a été court-disse; Rcapt = Q.

Calculer alors la valeur de VAC1.
Noter cette valeur sur la feuille répon&R(l).

Remarqgue : Les valeurs de VAC1 dans les cas ou il n'y agmgprobleme d'intrusion, il y a
probléme d'intrusion et liaison filaire intacte, llaison filaire a été coupée, sont
données sur la feuille répongeR1).

s Fomesoutra com

e FORErR

Docs & portée de main

Bac Génie Electronique

Session 2008 Etude d’'un Systéme Technigue Industriel

Page C7 sur 14

8IEELPO1 Sujet Electronique




£ Fomesoutra.com

oaR FOREreR
Docs a portée de main

C3.3. Etude de FS310 : Détection de I'état d'un capteurt&le sa liaison filaire.

Explication du réle de FS310 :

La fonction FS310 (Détection de I'état d'un captdude sa liaison filaire) permet de fournir
deux informations représentatives de I'état d'ymera et de sa liaison filaire.

Schéma structurel de FS310 :

Sur le schéma structurel de FS310, deux cavalidrété ajoutés.
lIs aideront a la compréhension de la fonction 531

VDD VDD VCC  VCC
VDD = +12V VCC = +5V
R31 R36 R37
3| IC32:A 47 4.7K
|:| GD Cavalier
385K —(sac)—*- P A
o2 TESTY 11
CAVA1
R32 REF1 os
H Vtest1
75.1K Vreft 11 HM339
l = GND i GND
R33H —= GND IC32:B
s|_>@®
30.1K REF2 ,
o DA1 )
Vref2 J <::> 71,
R34 vda1
[] J_ LM339
L GND i
27.4K = IC32:C
Cavalier - GND
REF3 8| >@® ﬁ:ﬂ -
R35 o TEST2 L1 DA2
|:| ] : 9 . CAVA2
Vref3 Vtest2 Vda2
73.2K
W\VSGC LM339
= GND JT‘GND J;GND J_~GND J:GND

SAC
Donner l'expression littérale de Vrefl en fonctitmR31, R32, R33, R34, R35 et VDD.
Calculer Vrefl.

Q21)

On donne les tensions Vref2 = 2V et Vref3 = 1.5V

Q22) Tracer les tensions Vref2 et Vref3 sur le Chronogree Chr A : feuille répons€R2).

A l'aide de la documentation technique du circuitt M339 (CAN7).
Q23) Donner la signification du symbole placé en satée comparateurs LM339.

Q24) Expliquer pourquoi les sorties de3ZA et IC32:.C peuvent étre reliées ensemble.

s Fomesoutra.com
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Q25) Expliciter le r6le de la résistance R36.

Bac Génie Electronique

Session 2008 Etude d’'un Systéme Technigue Industriel

Page C8sur 14

8IEELPO1

Sujet Electronique




Q26) Si les cavaliers sont placés, donner (déduire desstmpns précédentes) la condition
nécessaire sur TEST1 et TEST2 pour que DA2 s@tat HAUT

Q27) Tracer sur le chronogramme Chr B de la feuille nisgoCR2) : ﬁ]?q%egggd .'C"'“
* Vdal locs portée e malin

* Vtestl si le CAVAL est posé et CAVA2 est 6té.
* Vtest2 si le CAVAL est oté et CAVA2 est posé.
*Vda2 si CAVAL et CAVA2 sont poseés (le déduiresdeacés de Vtestl et Vtest2).

On suppose gue AC1 est relié a SAC (sur le schénmufni sur la page CANG)

Compte tenu des valeurs de VACL1 et des chronogram¢racés en Q27.

Q28) Compléter sur le tableau de la feuille réporSRY), les colonnes Vdal, Vda2, DA1 et
DA2.

C3.4. Etude de FS39 : Sélection d'un capteur.

Explication du réle de FS39 :
La fonction FS39 (Sélection d'un capteur) permesélectionner une adaptation de capteur
(sortie AC1 a AC8 de FS31 a FS38) de facon a pouedester grace a la fonction FS310
(Détection de I'état d'un capteur et de sa liafdaine).
La sélection se fait a partir du composant IC31.

Schéma structurel de FS39

IC31
< 11 |,Muxox | CD4@51BE
S1 10 B
9
— GND INH
- 1 C
—~ AC1 13 7))
—~AC2 14 1
—~AC3 15 2
12 3
~(Ace ‘ 3 o/f=="— (s~
—~(AC5 4
—(AC6 g 5
—(Ac7 6
—(Ac8 4 7

A l'aide de la documentation du circuit MC4051Bgpage CANS8)
Q29) Donner les types de signaux pouvant circuleretsalC31.

Q30) Le composant IC31 est-il cablé en multiplexeur oulémultiplexeur ?
Justifier votre réponse.
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Cablage des fonctions secondaires FS31 a FS38 :

Le schéma fonctionnel de degré 2 de FP3 (voir g2gjepermet de déterminer les capteurs
auxquels sont reliées les fonctions secondaire§ BF538.

Positionnement du probléeme :

Lors d'un test des capteurs, la fonction FP4 enwnie les signaux de sélection les
informations SO =1, S1 =0 et S2 = 1 et recoiréssltats suivants: DA1 =1 et DA2=0

En vous aidant des études précédentes, du schémadionnel de degré 2 de FP3, du schéma
structurel complet de FP3 (page CANG6 ) et de la damentation de IC31 = CD 4051 (page
CANSB).

Q31) Indiquer le nom du capteur qui est testé.

Q32) Donner le résultat du test.

C3.6. Algorigramme de test

Positionnement du probleme :

On désire réaliser un algorigramme permettant stertée capteur de fumée et de prévenir les
secours si une anomalie est détectée.

Cablage des différents bits servant aux tests :

Les bits SO, S1 et S2 sont reliés aux sorties P16,et P17 du microcontrbleur présent dans
FP4 (S2 =P17;S1 =P16; SO = P15).

Les bits DA1 et DA2 sont reliés aux entrées P1Blet du microcontréleur présent dans FP4.
(DA2 = P14 et DAL = P13).

Condition et résultats des tests :

On testera les bits pour le cas ou aucune anomag présente (correspondant au cas :
aucun probleme d'intrusion) et on se limitera agpodrésultats de test possible suivants :
« pas d’anomalie détectée, < Fomesoutra.con
p: . D d i
« prévenir les secours. oc% @ portée de main

Q33) Compléter sur la feuille répons€R3), I'algorigramme permettant d’effectuer le test du
capteur de fumée et de donner le résultat.
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c4. Etude de la partie mémorisation de FP4.

Le schéma fonctionnel partiel de degré 2 concernata partie mémorisation de FP4 est donné
ci dessous :

IWr q
® "l Adaptation
/INTO »  du signal /Wradapt
d'écriture
_ > FS44
Traitement  |ALE » Meémorisati
émorisation o
A/D[7..0] des adresses A[7..0] A[7..0] Meémorisation
AL > basses ¢ >
: A[15..8] FS/ A[14..8] des
A/D[7..0] données
@ P
Rd . FS45
S[2..0] g
A[7..0
1 informations ® A/D[3"O'] Création [ ]:
A15,A14 | dadresses A ELE AN
» supplémentaires Mémorisation
QEB.0]
wr FS43 > du
A/D[7..0]
- programme
Fs41 | PSEN PSEN
FS4

A/D[7..0]: Bus d'adresses / données comprenans8 bi
A[7..0]: Bus d'adresses basses comprenans8 bit
A[15..8]: Bus d'adresses hautes comprenant 8 bits

C4.1. Etude structurelle

Q34) Identifier (entourer) sur le schéma structurel ps#p sur la feuille réponse€CR4) les
différentes fonctions secondaires (de FS41 a F@d& partie mémorisation de FP4.

Docs a portée de main

C4.2. Etude des capacités des mémoires.

A l'aide de la documentation des mémoires (page @t CAN9)et du schéma structurel de
FP4 (CR4).

Q35) Déterminer en koctets les capacités mémoires d@ ¢C#C44.

Bac Génie Electronique
Session 2008
8IEELPO1 Sujet Electronique

Etude d’'un Systéme Technique Industriel Page C11 sur 14




C4.3. Recherche d'une adresse mémoire et de son contenu., - FOMeSoutra.cm

Docs & portée de main

Positionnement du probleme :
Lors d'un probléme d'intrusion, le systeme de slanee doit étre capable d'appeler les
secours. Le numéro de téléphone est mémorisé aenadnesse de la mémoire morte (IC43:
27C040).
Sachant que l'on connait la procédure d'identiioatle lI'adresse mémoire, on désire
identifier cette adresse et déterminer son contenu.

Pour arriver a ce résultat, I'étude des fonctidddZet FS43 est indispensable.

4.3.1. Etude de FS42: Mémorisation des adresses Basses.

Schéma structurel de FS42

IC42  74HC373

J:_ GND 1 oc >
AE 1 fc Bus d’adresses basses A[7..0]
- C
o210 1QV}2—(m)—
z) 2QV
———{ao2)———2+3D _3Q v‘4<9 a2)—
(a3 ——— 214D 4Q V5 (A
SD__5QV
6D 6Q YV I—p——As)—|
7D 7QV
Bus d’adresses/donnees AD[7..0] 8D 8QV

Explication du rble de FS42 :
De facon a minimiser le nombre de broches du mromgsseur 80C32, le constructeur a
multiplexé les adresses basses et les données.
Un signal ALE permet de repérer les adresses batssiesles mémoriser.

Positionnement du probleme :

On désire connaitre, de fagon a pouvoir sélectiol@seadresses basses, I'état ou le front sur
lequel est actif le signal ALE.

A l'aide de la table de vérité du circuit 74HC3TBage CAN10).

Q36) Déterminer I'état ou le front de ALE sur lequel éelsesses basses (A0 a A7) recopient ['état
présent sur les adresses / données (ADO a AD7).

Q37) Compléter sur le chronogramme de la feuille répd@$s¥) la valeur hexadécimale du bus
A[7..0].
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4.3.2. Etude de FS43: Création d'adresses supplémentaires.

Schéma structurel de FS43 :

IC46:B74HC0O2

T 5| >=1
6 4 IC47 74HC173
S>{CLR >
A4 A 10 %;
/A5 =M
N
/WR 7 E ok
o R -
1 —
‘ 12130 ou 2 :2 i
AD2 4D 4QV .
(o3 @)
R42..5
= GND 4*4.7KD
GND

Explication du rble de FS43 :

La mémoire (IC43) permettant de mémoriser le progna contient 19 bits d'adressage.

Or les bus de bits d'adressage bas (A[7..0]) dtebaage haut (A[15..8]) ne peuvent générer
que 16 bits (A[15..0]).

De facon a pouvoir adresser la totalité de IC48mation FS43 est chargée de créer 4 bits
d'adressage supplémentaires en mémorisant ad@iflr, a un moment précis (condition
sur Al4 et A15), 4 bits du bus d'adresses/don&&§3..0]).

Q38) Que signifie le symbolél placé en sortie du composant 74HC173.

Q39) Donner le réle des résistances R42..45 et en débhsvaleurs du bus Q[3..0] si A15 ="0".

A l'aide des questions précédentes et de la tabledtité du 74HC173.

Q40) Compléter sur le chronogramme de la feuille répd@&oH) les signaux /A15, Q[3..0] et les
bits Q3, Q2, Q1 et QO.

s Fomesoutracnm
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4.3.3. Synthése: Détermination d'une adresse mémoire de #3.

But recherché: On désire trouver le numéro d'appel des secoutadeesse mémoire de 1C43 ou
il est mémorisé.

Le chronogramme ci-dessous permet de sélectioreity adresse mémoire de IC43 et de
lire son contenu.

A/D[7..01I_<$O_A I\ <_ $7A $17 ) $C1
A . "
ALE
A ]
/Wi
A
PSE!
A
Al15. 8] o X $7F X $6¢ $FC
A
Al7..0 .
$0C X $7A
A ]
QI3..0
so Xsa X s X $A

A l'aide de la documentation (page CAN9) de IC4FC040) et du schéma structurel de
la partie mémorisation (page CR4).

Q41) Déterminer I'état logique de PSEN permettant aelércontenu des mémoires (Ce contenu
apparait alors sur le bus d'adresse / données TAID)).

Q42) A rlaide de la question précédente, donner, eeritilant sur le chronogramme ci-dessus, le
numeéro d'appel des secours.

Q43) En déduire, en complétant le tableau sur la feudponse CR5) la valeur des bits
d'adressage de la mémoire IC43 ou est stocké Iémudappel des secours.
Donner, sur la feuille répons€R5), la correspondance en hexadécimal de cette &dress

FIN s Fomesoutra.com
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QuestionQ11) : Tableau de fonctionnement du montage Transistaisrel

Répondre par "0" ou "1" Bloqué ou Alimenté ou| Contact entre C et R oUExprimée er
Saturé | non alimenté Contactentre CetT| kohms
Valeur logique | Etat du Etat du Etat du contacteur | Valeur de
de 1/O transistor T2 | relais REL CRouCT Rout

Absence de

fumée
Présence de

fumée

QuestionQ18) : Position du contacteur de l'interrupteur et ééat lihisons filaires.

Cas n°l:

Etage de sortie du capteur
RC1

Etage d’entree
de I"adaptateur

Aucun probléme — pw! i

d'intrusion et RC2 anCan D

la liaison TL ¢4~7K | I

filaire intacte G D
—CaS n°2 . itc@iedgmeiduciopt; Ege d’entree

Un prObléme é % L de I"adaptateur

d’ intrusion et RC2 ' O Q-

la liaison Q 47K o ol

filaire intacte 1

Cas n°3:

La liaison filaire
a été coupée et
le capteur est au repc

Etage d’entree
de I"adaptateur

CD,J
@,iz

Cas n°4 :

Etage d’entree
de I"adaptateur

La liaison filaire a été — N
court-circuitée et Rc2¢ O [] IRORS
le capteur est au repc 7K L L
P Pe g Ao nof:
Questions :--------=-==-mmmmmmeem Q19) ----------- Q20) [, Q28) .., ]
Valeur de VAC1 Vdal Vda2 DAl DA2
Rcapt (en ohms)| (en Volts)| (en Volts) | (en Volts)| "0" ou "1" | "0" ou "1'
Aucun probleme d'intrusion 1,76V
Un probléme d'intrusion et
la liaison filaire intacte 2.50v
La liaison filaire 4.30V
a été coupée '
La liaison filaire 00
a été court-circuitée
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Question Q22) : Placer Vref2 et Vref3 sur le chronogramme A (Chr A) ~ c® & poreée de mein

QuestionQ27) : Tracer Vdal, Vtestl, Vtest2 et Vda2 sur le chroaogne B (Chr B).

Vrefl et Vsac (en Volts)

Vref2, Vref3 (en Volts) (a placer)
A

A
_ Chr A
4 —
3 — H
2 — _/
1 —
0 — >
Chr B
A
Vdal f-------rmmmmmmmrm st e
A
YA ST I e e e e e e B e e el ale bl
A
T 2 e e et e e e Sl B
A o
o b VA e e et e T St CEEEE L EEREE LR EEEEEEEE S
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QuestionQ33) : Compléter I'organigramme.

A 4

Ecrire ....... dans les sorties P17 P16 P15

A\ 4
Lire les entrées ............

P13 =.... ? NON
etP14=..... ?

s Fomesoutra.com

eaR SPaLreR .
Docs a portée de main

Bac Génie Electronique

Session 2008 Etude d’'un Systéme Technigue Industriel

Page CR3sur5

8IEELPO1 Documents réponse Electronique




Question Q34) : Identifier les fonctions secondaires de la partémmarisation. £ Fomesoutra com

Docs a portée de main

IC42  74HC373 Bus d’adresses basses A[7..0]
__ >
oc
© vee
1D 1QV
2020V
30_3QV
gy R4 D4
60 6Q v 15K 1N4148
70 7QV .
85 B0Y IC45:A 74HC4002
C41 2| >=1
— o} 3 .
Ic41 80C32 —nF .
10 ool s 5 IC46:A_74HC@2
——19 IxtALt xTAL2|- 18— Mg
9 1
RST /WRADAPT
. o IC45:B_74HC4002 3
EA ALE|
PSENP~23 PSEN B 9 | >=1
o - (nia) 10
A0 39 S Po0/ADD  P20/AB 1 (e " 13
[~——(on—32 ©PO1/AD1  P21/A9 2 a9
a2 3 CP@2/AD2 P22/A10 3 /e
o932 < Pa3/AD3 P23/AT1 : A1 Bus d’adresses hautes A[15..8]
4D+ T2 & PO4/AD4 P24/A12 > (a2 -
nos)—3% & POS/ADS P25/A13 5 w3
06 3 & POB/ADE P26/A14 L
D7) o PQ7/AD7 P27/M15 15
— 1 <>lp10 P30/RXD @ IC43 27C040 62256
—Z <>p11 P31/1XD ] o
,,,'7 —3 =={P12 P32/INT0| £—(/mo 1 [AS 9 ool 11 (a0
i P13 P33/INT1 |13 8 01—,

RCO - T 4 34,70 4 A2 Do <00 2 D1 2—(a
QS S 44 P35/T1 5 3 | Dl ot 6 D2 5802y
L s—a==Pi6 P36/WR) 6w At D2[ 5 <A02 ] s D35 —(#03
o 8 P17 P37/RD 7 7R 5 ]A D3| g kD3 4 04— (0a)—]
> &l (e)—E-16 D48 Goa—] 4 D512 (505

> 1A7 D554 ADS 5 D6
A8 58 D6|—52~AD6 ——] 4| D7 AD7
(r9)55—1A9 D7 1 27,
Ao 2 a10 1 /WEP =~ 7wrapapT)—1-
IC46:B 74HC@2 AT s0Ep-22
_ 28 20
(a15) 51 >=t IC47 _ 74HC173 (W3)55[A13 Vep /CS|
4 (a14) A12
6 {15) 5 > ()15 /0E
CLR 2
T0r]2] ﬁ:g /CE
e G2 ()51
N ~ (@331 a18
2N
R 7B ok
1 r
00 4 b _1qv}> a0
AD1 5120 2avi a1
02 2 150 savl2 @
AD3 4| 4QV Q3
R42..5
=06ND 4447k
us d’adresses/donnees . =
Bus d’ad /d A/D[7..0 GND

0l. s Fomesoutra.com

e FOaTrR .

Docs a portée de main

QuestionQ37) : Compléter sur le chronogramme le bus A[7..

Valeur A

hexadécimale de

A/D[7..0] $B5 X $01 X $OF X $A3 X $81
..1.A

ALE
no :

Valeur A

hexadécimale de

A[7..0]
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QuestionQ40) : Compléter sur le chronogramme suivant /A15, Q[3Q0, Q1, Q2 et Q3.

A
Al5
A ! I ! I >
[A15 | | | |
i | i |
i | i | >
Al4 @ . ; .
i | | |
i J 1 | 1 ! >
/Wr - — ; —
; T — =
| : § : : | : .
AD[S.0]F X | ' $3 | | X o e7
, . - ; ; N >
L o o
Q3. 0l L o Lo
| I A I >
A I i Lo I
Q0 L o R
] - I ,
4 L L L
QL o | R
L o R .
A ! ! i ! T -
Q2 ! i b I
o o R
N | i T T >
Q3 | i o o
| i Lo I

»
|

QuestionQ43) : Compléter le tableau suivant permettant d'idesttifa valeur des bits d'adressage
de la mémoire ou est stocké le numéro d'appeletEsiss.
Donner la correspondance en hexadécimal de cetesad

Bits d'adressage de IC43| A1g| A17| A1s| A1s | Awa | Az | A | A1n | Ag| A9 | A8 | A7 |A6 | A5 |A4 |A3 |A2 |Al |AO

Valeur binaire des bits
d'adressage de 1C43

Valeur hexadécimale de I'adresse:

+Fomesoutra.cm

Ga soalra
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IC1

+12v

+12v

5| MC145012

TEST

STROBE

DETECT

+12v +12v +12v
BP_ TEST
R8 E‘
[] 8.2k Q 1o
R12
[] 1k
R9 5k R10 .
oWl ew I
= 4.7k
1
C1]47nF
T T cz R14
. IR_RECI_E)P R21 4.7nF 560k
‘ @e 3 ‘
t IR_EMET 250K
| 3
T IR_EMET et IR_RECEPT
T1 sont places dans une "chambre noire”
D2 6
<V
c5 |,
|::'1(7) F
o R13
[] 10

IRED

Vdd

LowS—SupplyTRIP,

LED_ SIGNAL

9
9

s Fomesoutra.con
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+12v

R1

BRASS

1
FEEDBACK

SILVER |

RC1_ 4.7k
Bornes de

B1

=D

ﬁ{D

+12v ont

] 4.7k

finder 41.31
reference de relais: 41.3.1.9.012.0010

L eND

Schéma structurel de FP2: détecteur de fumée
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Documentation du MC145012 pagel sFomesou e

ca SPulra .

Photoelectric Smoke Docs & porvee ds main

MC145012 Detector IC with 1/O and
Temporal Pattern Horn Driver

Description du circuit intégré MC145012

Le MC145012 est un circuit intégré capable de détda présence de fumée dans une chambre

photoélectrique infrarouge.

Il peut fournir sur ses sorties des informatioagables de commander une LED indiquant sa mise
en service et/ou une détection de fumée et denamrder un avertisseur sonore de type transducteur
piézoélectrique.

Il posséde en outre une broche nommée I/O permditaarconnexion de circuit type MC145012
ou la commande de composant auxiliaire d’ala@ette sortie passe a I'état HAUT si de la fumée
est détectée.

La connexion typique du circuit permettant d’obtem détecteur de fumée avec alarme sonore est

donnée ci-dessous (figure 5).

Ct ot i 9y—— REVERSE POLARITY
0.047uF 17022 pF B— D1 PROTECTION swi
e T T CIRCUIT |
PUSHBUTTON
16 TEST
Ci TEST A
< R14 & A8
Ss600 $ 100k
g2 21 . LOW-SUPPLY | 15
' e TAIP
R11 250 k
Rt :: A7
5k 3 14 4Tk
DETECT Vgg ﬁ_
R10 " 02 =
4.7k IR DETECTOR MC145012
4 13
STROBE A1
R1 <
Ri2 § $ R
1k 5 12 W
R Er?ISTTER Voo os¢ MWL e
! O bV
- 1500 pF'I'_|_ LED
oowr T » Y
IRED LED ki
I 470
IR
CURRENT @ 477022 7 o ‘Eff_|
110 FEEDBACK 001 nF 1'“'“'I; 1 HOBN
TO OTHER = Ce* Xt
MC145012(s), 8 X 5 9 T
ESCAPELIGHT(S), BRASS SILVER [ & 1
AUXILIARY ALARM(S), =220
REMOTE ALARM(S], & L " R5?
ANDfOR AUTO-DIALER o
#\alues for R4, R5, and C6 may differ depanding on type of piszoelectric horn used.
*(C2 and R13 are used for coarse sensitivity adjustment. Typical values are shown.
TRais for fine sensitivity adjustment (optional). If fixed resistors are used, R8 =12k, R10is 5.6 k to 10 k, and R9 is eliminated.
When RS is used, noisa pickup is increased due to antenna effects. Shielding may be reguired.
**(C4 should be 22 uF if B1 is a carbon battery. C4 could be reduced to 1 uF when an alkaline battery is used.
v . ’ - : Y +Fomesoutra com
\ , \ . ca sowira. -
Figure 5. Typical Battery-Powered Application Docs & portée de main
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Description de quelgues composants intervenant date fonctionnement du montage :

D3 et D2 sont des LEDs Infra Rouge émettrice eap&e situées dans une « chambre noire ».
En présence de fumée la réception des signauxonias est perturbée, ce qui permet la détection.

La période et la durée de I'état haut des impugsdidmission sont controlées par les élémentsmesdR1,R2 et C3.

La relation permettant de déterminer la durée agsiisions IR est donnée par la formulgrep) = 0,7x R1x C3.
Le bouton poussoir SW1 permet d’effectuer un tedodictionnement de I'avertisseur sonore.
La « LED visible » indique le fonctionnement dutgyse : elle est allumée en absence de fumée datligifmte
en cas de présence de fumée.
Le HORN est un transducteur piézoélectrique dmfitiquence d’'oscillation est déterminée par lespmsants
R4, R5 et C6. Il est excité en présence de fumée.

Principales caractéristiques électriques de fonctimemen

ELECTRICAL CHARACTERISTICS {Vcltages Referenced to Vgg, Ta = - 10 to 60°C Unless Otherwise Indicated)

Page CAN3surll

Voo
Symbol Parameter Test Condition v Min Max Unit
Vop Power Supply Voltage Range 6 12 W
VoL Low-Level Output Voltage LED | lou= 10 mA 6.5 0.6 v
Silver, Brass | lgz= 16 mA 6.5 1.0
Vor High-Level Output Voltage  Silver, Brass | louw=- 168 mA 6.5 5.5
Vaut Qutput Vaoltage Strobe | Inactive, oy =1 pA Vpp - 0.1
(For Line Regulation, See Fin Active, loye = 100 pA to 500 uA 9.0 Vop - 4.40 | Vop - 5.30
Descriptions) (Load Regulation)
Inactive, lyy =1 nA 0.1
IBED out '
Active, lgy = 6 mA 9.0 2.25% 3.75%
(Load Regulation)
lewm High-Level Output Current /0 | Local Smoke, V=45V 6.5 -4 mA
Local Smoke, Vo= Vas 12.0 - 16
(Short Circuit Current)
laz Off-State Output Leakage Current  LED | Vau= Vs of Vpp 12.0 =1 nA
Vic Commeon Mode C1, G2, Detect | Local Smoke, Pushbutton Test, or Vop - 4 Vpp - 2 W
\oltage Range Chamber Sensitivity Test
Wit Smoke Comparator Internal | Local Smoke, Pushbutton Test, or Yoo - 3.08 | Vpp - 3.92 W
Reference Voltage Chamber Sensitivity Test
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Reference Timing Diagram Figures 3 and 4)
Ty =25°C, Vpp = 9.0V, Component Values from Figure 5: R1 = 100.0 KL, G3 = 1500.0 pF, R2 = 7.5 M)
No. Symbol Parameter Test Condition Clocks Min* Typ** Max* | Unit
1 1/foec Oscillator Period Free-Running Sawtooth 1 7.0 7.9 8.6 ms
Measurad at Pin 12
2 tLeD LED Pulse Period No Local Smoke, and 4096 28.8 324 35.2 5
No Remote Smoke
3 Remote Smoke, but Extinguished
No Local Smoke
4 Local Smoke 64 0.45 0.5 0.55
5 Pushbutton Test 64 0.45 0.5 0.55
6 tw(LED) LED Pulse Width and Strobe 1 7.0 B.6 ms
Lty Pulse Width
7 Yaen IRED Pulse Peariod Smoke Test 1024 7.2 8.1 8.8 5
8 YsED IRED Pulse Period Chamber Sensitivity Test, 4096 28.8 324 35.2 5
without Local Smoke
9 Pushbutton Test 128 0.9 1 1.1
10 twaseD) IRED Pulse Width T 94 16 us
Bac Génie Electronique . , . . .
i q Etude d’'un Systéme Technique Industriel
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Documentation du relais FINDER 41.31 Docs & portée de main

D finder Série 41 - Relais bas profil pour circuit imprimé 8 - 12- 16 A

Caractéristiques 41.31 41.52 41.61

1 ou 2 inverseurs - Bas profil (hauteur 15.7 mm)
41.31 - 1 contact 12 A [pas 3.5 mm)
41.52 - 2 contacts 8 A (pas 5 mm)
41.61 - 1 contatct 16 A {pas 5 mm)

Montage sur circuit imprimé
- directement ou avec sur support pour

circuit imprimé
« Bobine DC - 400 mW
« Isolement entre bobine et contacts: - Pas 3.5 mm «Pas 5 mm «Pas 5 mm
8 mm, 6 k¥ [1.2/50 ps) .1 contact 12 A « 2 contocts B A « 1 contact 14 A
« Contaets sans Cadmium = Montage sur circuit imprimé | « Montage sur circuit imprimé | = Montage sur circuit imprimé
» Etanche aux remontées de flux: RT Il standard | ou sur supports série 95 ou sur supports série 95 ou sur supports série 85

[disponible en version RT Il

M 12 14 A 12 1 14 I 12 11 14
o ] [t Femmm—- -
1 +h ' 1
& N & 83 1
AZ hil A2 28 M AZ 32 H M

Codification

Exemple: série 41, relais pour circuit imprimé, 2 inverseurs, tension bobine 24 V DC.

A B C D

Série 4 A: Matériav contacts D: Versions spéciales

Type 0 = Standard AgNi 0 = Etanche aux remontées de flux (RT II)

3 = Circult imprimé - Pas 3.5 mm 4= AgSn.C}g 1= Lc:.vcble (RT 11

5 = Circuit imprimé - Pas 5 mm 5 = AgNI + Au 5 pm) —— C: Variantes

& = Circuit imprimé - Pas 5 mm B: Circuit contacts 1 = Aucune

0 = Inverseurs

Nb. des contacls ———————

1 =1 inverseur pour Slle ﬁo‘!!‘\g«gg T Lom
41.31,12 A Docs 2 portée de main
41.61, 16 A

2 = 2 inverseurs pour
41.52, B A

Version bobine Versions réalisables: uniquement les combinaisons indiquées sur la méme ligne que le type.

9=DC En gras, les versions préférentielles (disponibilité plus importante).

Tension nominale bobine Type Version bobine | A B [§ D

Voir caractéristicues de la bobine 41.31 DC 0-4-5 0-3 1 0-1

41.52 DC 0-5 0-3 1 0-1
41.61 DC 0-4 0-3 1 0-1

Caractéristiques de la bobine

Données version DC

Tension Code Ploge de Résistance| I nominale
nominale| bobine fonctionnement obsorbée
UN |'-'lrnin Urrﬂx R a UN
V) v v 0 may
12 9.012 8.4 18 340 33.3
24 9.024 14.8 38 1440 146.7
48 9.048 33.6 72 5760 8.3
&0 9.0&60 472 Q0 2000 8.6
110 110 77 145 24200 4.5
Bac Gstzrggicl)irl]e;gct))glque Etude d’un Systéme Technique Industriel Page CAN4 sur 11
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Documentation du BC547A
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SEMICONDUCTOR m
Switching and Amplifier i Py
+ High Voltage: BCS4E6, WV opp=65Y g
+ Low MNoise: BC549, BCSS g
« Complement to BCSSE . BCRED
1 TO-92
1. Collector 2. Base 3. Emitter
NPN Epitaxial Silicon Transistor
Absolute Maximum Ratings T5=25°C unless otherwise noted
Symbaol Parameter Value Units
Yepo Collector-Base Voltage 20
50
20
VeEo Collector-Emitter Voltage ]
CBCH48/549 20
VERD Emitter-Base Voltage T BC546/547 5
: BC548/549/550 &
I Collector Current (DC) 100 mA
Pe Collector Dissipation 500 v
T Junction Temperature 150 C
Tt Storage Temperature -65 ~ 150 C
Electrical Characteristics Ta=25"C urless otherwise noted
Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Units
lcpo Collector Cut-off Current Vpg=30V, 1=0 15 naA
== DC Current Gain Vpp=oV, lg=2mA 110 200
Vg isat) | Collector-Emitter Saturation Voltage | 1o=10mA, |g=0.5mA 20 250 my
le=100mA, lg=5mA 200 600 my
g (sat) | Base-Emitter Saturation Woltage lg=10mA, Ig=0.5mA 700 v
lp=100mA, Ig=5mA 900 v
Vpg (on) | Base-Emitter COn Voltage Vop=5Y, Ig=2mA 520 660 700 v
Vop=5Y, [c=10mA 720 my
fr Current Gain Bandwidth Praoduct Voe=5Y, Ig=10mA, f=100MHz 300 MHz
Cab Cutput Capacitance V=10V, |g=0, f=1MHz 3.5 5] PF
Cip Input Capacitance Weg=0.5V, 1g=0, f=1MHz 9 pF
MNF Moise Figure Vee=5Y, Ig=200uA 2 10 B
f=1KHz, Rg=2KL2 1.2 4 dB
] VeE=5V, [g=200uA 1.4 4 de
. BC5S0 Rg=2KLL, f=30~15000MHz 1.4 3 dB
hee Classification
Classification A E c
hrg 110 ~ 220 200 ~ 450 420 ~ 800
E2000 Farchild Semiconduclor inlernalional Rev. A, Fabruary 2060
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VDD
FS31
‘ VCC
R38 ‘ VDD = +12V VoD T VCC = +5V
6.8K
‘ i R39 ‘ R31 VD  R36
‘ BormerJ Vv IICSZ:A []
™ 385K o >®@ 47K
oo} ol | L. +Fomesoutra cn
Vers B31 D el svuL, de mai
Fp7 562K R32 514 ocs @ portée de main
T O+ | i o vee
GND - GND 75.1K
- — Ic31 — GND
VDD Fsﬂ o 11 |, MUXDX R33 R37 FPT R
‘ SV 1218 [] IC32:B IC41
J:T GND INH 6 >QaD 47K 19 [Mcu] 18
R31 ‘ AC1 — 3 ':_:? 30.1K - ol - ‘ 79 :’;:U XTALZ
6.8K 5 -
‘ A aca 2 oo 3 {sac R34 s 3UnlER _ALef32
Bornier R312 ‘ ACS ace 5 5 :—:PSEN;
1 H AC2 E LM339 —39 - 15 Pev/ADG Pa@/ABl<>—21—
J ™ ~—(ac8)y—* <=7 —38 <>{opa1/an1 P21/mof<>22
{@H| O+ CD4851BE 27.4K IC32:C o Pas k03 paam <= 24—
H R313 8| >@ ‘ —32 —=10PO4/AD4 P24/AIZl<>22—
vers ||| s32 s62K R35 e - e e
FP7 o DA2 —32 == 10pPo7/AD7 P27/AISI<>28
3108 ] | I Feriee  pmn
B 73.2K 3 /TXD
AL =M =% V339 D ERame
— A
Vors FS33.aes) L anp S
FP7 80C31BH—-1D
\/eg FS34 oD
FP7
e
2 =
(Ac5)
FR2,
2 ==
FPE,
e
FP9 | . . , . R . 2
e ————— Schéma structurel de FP3 : Adaptation, sélection etétection de I'état des capteurs
vﬂ FS38
(Ac8)
FP1
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Documentation du LM339
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LM339 quAD DIFFERENTIAL COMPARATOR

R oo

Docs a portée de main

Description du composant

Le LM339 est constitué de 4 comparateurs analogiqueépendants pouvant fonctionner avec pne

alimentation simple.

Principales caractéristiques

Le LM339 peut étre alimenté avec une alimentatiompke.
La tension d'alimentation peut varier de 2 a 36\Me 2V a +18V.
Les sorties sont a collecteur ouvert.

Les sorties sont compatibles avec les systémeuegitype TTL, DTL ou MOS.

Diagramme de connexions

®

DU'I'?E r— Eim

ounE 1__3]oun

\fcclz EGND
lm:-rE-n—' -‘ 1 E'"“'l
lmm[__T_—-J |~+—-—E||m-|
1N:|-}E]A |_|E|MM
g I|n~m-:

Structure interne

Applications typiques (V+ = 5.0\b¢)

N+ )

IN -1 O

GND O

O DUTPUT

o5

ORing the Cutputs

1/4 LM139

f

/4 LM139

1/4 LM1I9

DSO0ET06-15

A
V+

Basic Comparator

V+

+Vin

+Vref

v

v
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Documentation du CD Docs a portée de main

CD4051 Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer

Le CD4051 contient un multiplexeur / démultiplexenmalogique 8 Voies.
Le multiplexage / démultiplexage des voies esigéalar 3 bits de sélection A, Bet C
et une entrée d'inhibition INH active a I'état HAUT

Diagramme de connexions

CO05TEC Table de veérité
INDUT
" 2 1 M 3 i B c INPUT STATES “ON" CHANNELS
m 5 w1 iz | PR INHIBIT C B A CD40518 | CD4052B | CD4053B
| 0 0 0 0 0 X, 0y cx, b, ax
il i} 0 1 1 1%, 1Y cx, bx, ay
i} i} 1 [u] 2 2K, 2Y cx, by, ax
0 i} 1 1 3 A, 3Y cx, by, ay
o 1 u] i) 4 cy, bx, ax
1 [¥] 1 i 1 5 cy, bx, ay
| i 1 1 [i] 5 cy, by, ax
| il 1 1 1 7 cy, by, ay
1' L . :!:n HoLE |r.|: y i 1.-' 1 . . . NONE NONE NONE
——— T e L *Do't Care condition.
INORT W auT
TOF VIEW

Documentation de HM62256A SerieS—

la mémoire: 62256

32,768-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM

Description Générale : Configuration Branchement DIP
des broches : Vue de dessus
La mémoire 62256 est une RWM static - -
CMOS de capacité 262144 bits organisde e e QEE; igy%
en 32768 mots de 8bits chacun. AD-AN Address w703 261 AT3
Le fonctionnement de la mémoire est 00 - 1107 Inputioutput A6 4 25148
déterminé par : o o " G
* . L o B setect a6 23[A
Une entrée de validation du boitier — : o »hoE
ICS active sur les états BAS. e e encbe rede 21110
* Une entrée de validation des sorties e Output enable w9 a[1cs
/OE active sur les états BAS. NC No connection g topvor
% , d, , . d d , 100 [} 11 1811106
Une entree_ écriture des données Veo Power supply BT -
/WE active sur les états BAS. vo2 013 181104
Vss Ground Vg 4 1511103
Table de vérité :
WE cs OE Mode V¢ current 110 pin Ref. cycle
X H X Not selected lsg: Ispq High-Z —
H L H Output disable lce High-Z —
H L L Read lcc Dout Read cycle (1)—(3)
L L H Write lcc Din Write cycle (1)
L L L Write lcc Din Write cycle (2)
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Documentation de la
mémoire ; 27C040

NM27C040
4,194,304-Bit (512K x 8) High Performance

s Fomesoutra.com

e SOuLrR

Docs a portée de main

Description Générale : Branchement DIP
La mémoire 27C040 est une EPROM ) - Vue de dessus
effacable aux UV de capacité Configuration
4 194 304 bits organisée en 512kmots | des broches : ved 1~ a bvee
de 8bits chacun. Bin Name | Function msds  wpar
Le fonctionnement de la mémoire est Meds | SAr
. o, . AD-A18 | Addresses Y= ar P as
déterminé par : sd 2= b as
* Une entrée de validation du boitier | | [ 9907 | Outputs MOs 2P an
/CE active sur les états BAS. TE Chip Enable pelts I ol =
* Une entrée de validation des sortie$ | | og Output Enable oy = npa
/OE active sur les états BAS. N e
L'entrée Vpp sert lors de la programmation. Gno O 18 1T P
Modes de sélection (table de vérité)
Mode/Pin CE OE Ai Vep Cutputs
Read Vi VL Ai X Dour
Output Disable X ViH X X High Z
Standby Wiy X X X High Z
Rapid Program'?! i Vig Ai Vep Din
PGM Verify X Vi Ai Vep Dout
PGM Inhibit Vin | Vi X Vep High Z
N A9 =V, ¥
Product Identification'®! VL WL AD=VyorV X Identification Code
A1-A18=V

Motes: Xean be Vi orVy.

. Refer to Programming Characteristics

1.
2
3 Vy=120x05V
4

. Two identifier bytes may be selected. All Ai inputs are held low (V| ), except A9 which is set to Vi and A0 which is toggled
low (V) to select the Manufacturer's Identificaton byte and high (V) to select the Device Code byte.

Chronogramme d'une opération de lecture :

L
ADDRESS >< ADDRESS VALID /><
tCEmax = 150ns
CE \ tOEmax = 40ns
| tCE
L OF — tDFmax = 30ns
CE
=—10F — tOHmin = Ons
WMot — tOH
HIGH z / OUTPRUT
QUTPUT —
VALID
Bac Génie Electronique B , . . .
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Documentation des octuples bascules D : 74HC373

s Fomesoutra com

ea STalread
Docs & portée de main

OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT
HC373 NON INVERTING - HC533 INVERTING

Description Générale : Description
des broches :
Le composant 74HC373 est composg
de bascules latch D avec des sorti¢s PINNo | SYMBOL | NAME AND FUNCTION
P 1 OE 3 State output Enable
3 états. Input (Active LOVY)
Les 8 bascules latch D sont contrblées 2,560 | Q0toQ7 | 3 State outputs
par une entrée de validation des 121518
verrous (LE) active a I'état HAUT 34,76 | DOtoD7 | Data Inputs
et une entrée de validation des sortjes 13, 14,17
(/OE) active & I'état BAS. 18
Le fonctionnement de ces entrées . o Lo Ll o g
s Lo 10 GMD Ground (0V)
est décrit dans la table de vérité 20 Voo Positive Supply Voltage
ci-dessous
Branchement DIP Symbole logique IEC
Vue de dessus HC373
HC373
_ —
% s Ve oF %ﬁ. EN
Q | KT LE &Liﬂ -
Dy » 1= p, 3 2
D, 4 17 D, Do 24; o b v ES; Qg
a, s =+ 0, D1 Qy
a = 1= 0 by —2 (2] P
o, 7 114 Dy D3 (8 (9) Q.'S
Dy = 13 D, D4 {13) (12} Q4
o ¢ 1 0, Ds (14) as) o
GHD 12 ] LE Dg (1?) {1 5) Qi
- (18) (19) oy
Table de vérité :
INPUTS OUTPUTS
OE LE D Q (HC373) Q (HC533)
H X X z z
L L X NO CHANGE * NO CHANGE *
L H L L H
L H H H L
X DON'T CARE
Z: HIGH IMPEDANCE
* QD OUTPUTS ARE LATCHED AT THE TIME WHEN THE LE INFUT 1S TAKEN LOW LOGIC LEVEL.

s Fomesoutra.con

PR oY e

Docs a portée de main
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Documentation du registre de 4 bascules D (sort&états) : 74HC173

Lom

Docs a portée de main

74HC173 QUAD D-TYPE REGISTER (3 STATE)

Description Générale : Description des broches :

Le composant 74HC173 est réalisé autour d'untregigterne
(noté Rn) constitué de 4 bascules D controléesipe entrée PIN No SYMBOL | NAME AND FUNCTION
d' horloge (CK) gt une entrAéef de remise ,a ZétcRg communes, 12 N Output Enable Input
et d'un buffer 3 états contrélé par 2 entréesoaérdle (M et N). (Active Low)

Les données présentes sur les entrées D1 a Délanges dans 3456 1010 4Q |3-State Flip-Flop Outputs
le registre interne (Rr]) sur un front montgnt‘eletrée d'horloge 7 CLOCK | Clock Input (Low to HIGH,
seulement si les entrées G1 et G2 sont & B&(St Edge-triggerad)

Le contenu du registre interne (Rn) est mémorisérs des entrées 9. 10 G1,G2  |Data Enable Inputs
G1 ou G2 est a I'état HAUT ou sur un front montde CK. (Active Low)

Le contenu du registre interne (Rn) est présenleswsorties (Qn) 14,13, 12, 1D to 4D |Data Inputs
seulement si les entrées de contrdle M et N siamiltanément 11
a I'état BAS. Si une des entrées M ou N esétat’haut, alors 15 CLEAR | Asynchronous Master
les sorties (Qn) sont placées a I'état Hauteshiapce (2). sttt i al

Le fonctionnement de ce composant est décrit datable de vérité 8 GND_ [Ground (0V)
ci-dessous. 16 Vee Positive Supply Voltage
Branchement DIP Symbole logique IEC Diagramme fonctionnel

Vue de dessus
7[ct
" E Yoo CLR(—% R . 10Q] 3
(1) | 14| 1D || Q
vof o e 13[2D |_|Registre_| Buffer| 2014
M 12| 3D || abits |_| 3 étatd 3Qf 5
1 [ L a1 & N 11[4D 1 (rRn)[] 4Ql 6
2q [{ 20 c2 U0 1N £ P
CE &}
an [y EREL I = 21
g [j ] 40 10 L7 B g _9cib
ap 2| (G _101 G2
cuoek ] 62 sp 12) ) 50 15] Clear
(11) (5) L
anp [j E] 61 an 40 2N =
Table de vérité :
Arati : : INPUTS OUTPUTS
Opérations sur le registre interne =
P 9 Clear | Clock Gl G2 Dn Rn (registre)
RESET (Clear) H X X X X L
L g L L L L
Parallel Load
L N L L H H
L X H X X Rn-1
Hold ( no change
( ge) L X X H X Rn-1
Opérations sur le Buffer 3 états _ INPUTS OUTPU.TS
Rn (registre) M N Qn (sorties)
L L L L
Read
H L L H
. X H X Z
Disable
X X H Z
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CORRIGE ELECTRONIQUE

Cl. Etude de partie I'analyse fonctionnelle. < Fomesoutra.con
Docs a portée de main
Q1) Les 2 groupes de capteurs d'alarme sont :
e Les capteurs d'intrusion, chargés comme leur nom l'indique de détecter les intrusions ou tentatives
d'intrusion.
e Les capteurs ""techniques' surveillant divers parametres du local hors intrusion, tels que début
d'incendie, inondation, montée en température du congélateur, etc.
Q2) Actions effectuées au niveau du portail lors de l'introduction d'un code correct:
e Quverture, fermeture, arrét du portail
e Activation d'un systeme lumineux et d'un avertissement sonore en cas de mouvement
Q3) Eléments ayant une action sur le portail:
* Utilisateur * Centrale de surveillance * Obstacle
Q4) Les différents types de captage sont: * Captage de surveillance de l'alimentation
* Captage de fumée
* Captage d'intrusion
* Captage d'obstacles
* Captage d'ouverture de boitier
C2. Etude de FP2 Captage de fumée.
Q5) Dans le cas Smoke Test : tirepmini = 7.25€C  tREDtypique = 8.15€C  tirEDmMaxi = 8.8sec.
Q6) 94” s< tw(IRED)<1 16}18
Q7) Graphiquement tirep = 8.3s. Cette valeur est satisfaisante car elle est proche de la valeur typique.
Q8) Graphiquement tygrep)= 95us
Cette valeur est juste acceptable car tres 1égerement supérieure a la valeur minimale.
Q9)  Trouver dans la documentation la relation liant tyqrep) = 0.7 * R1 * C3.
Q10) RI1 =tyarepy/ (0.7 * C3) = 100kQ.
Q11) Tableau de fonctionnement voir feuille réponse CR1.
Q12) IOHmax =-16mA (ou 16mA dans le sens réel).
Q13) Tension nominale d'alimentation du relais Uy = 12V.
Intensité nominale absorbée I y = 33.3mA.
Q14) La présence du transistor est obligatoire car le circuit MC145012 ne peut fournir
qu’une intensité del6mA alors que le relais a besoin de 33.3mA pour fonctionner.
Q15) * Gain minimum du transistor Hgg = 110.
% = =
Vbesat (avec le test Ib =0.5mA) = 0.7V JFOI!! esoutra cm
Q16) Ib=Ic *k /Hgg =33.3%2/110 = 0.605mA. Pocs & portee de mein
Q17) R15=(VI/OH —Vbe(sat)) /Ib=(12-0.7)/0.605 = 18.7kQ2.
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3. Etude de FS3 : adaptation et détection des états des capteurs.

Q18) Voir la feuille réponse CR1. sFomesou TA Com

Docs & portée de main

Q19) Voir la feuille réponse CR1.
Q20) SiRcapt=0Q VACI1=0V (Voir la feuille réponse CR1 pour le placement de VAC1)

Q21) Expression littérale de Vrefl :
Vrefl = (R33+ R34+ R35) / (R31+ R32+ R33+ R34+ R35) * VDD
Vrefl =2.65V

Q22) Voir le chronogramme de la feuille réponse CR2 pour le placement de Vref2 et Vref3.

Q23) Le symbole placé en sortie des comparateurs LM339 symbolise le fait que les sorties sont
a collecteur ouvert..

Q24) Les sorties (a collecteur ouvert) peuvent €tre reliées ensemble car quelque soit 1'état
des transistors de sortie (bloqué ou saturé), il n'y aura jamais de court-circuit.

Q25) Larésistance R36 permet de matérialiser un état HAUT lorsque les deux transistors
de sorties des portes sont bloqués. C'est une résistance de" tirage" a VCC.

Q26) Pour que DA2 soit a I'état HAUT , il faut que TEST1 et TEST2 soit simultanément a I'état
HAUT (transistors de sortie de IC32:A etIC32:B bloqués).

Q27) Voir le chronogramme Chr B de la feuille réponse CR2 pour les tracés de Vdal,Vtestl,
Vtest2 ,Vda2.

Q28) Voir le tableau de la feuille réponse CR1.

Q29) Les signaux circulant a travers IC31 peuvent étre des signaux de type logique ou analogique.

Q30) Le composant IC31 est cablé en multiplexeur en effet, on sélectionne une entrée
(parmi AC1 a AC8) pour I'envoyer sur la sortie (SAC).

Q31) Le capteur que teste le microcontrdleur est le Captage d'obstacle (sortie 5 du CD4051= AC6).
Q32) Le résultat du test est que " La liaison filaire a été coupée".
Q33) Algorithme permettant de tester le capteur de fumée et de donner le résultat :

Voir feuille réponse CR3.
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s Fomesoutra.con

CR SORErR

C4. Etude de la partie mémorisation de FP4. Docs a portée de main

Q34) Voir CR4 pour Identification des Fonctions secondaires de FP4.

Q35) Capacité mémoire de IC43 = 512koctets.
Capacité mémoire de IC44 = 32koctets.

Q36) Les adresses basses recopient les adresses / données sur I'état HAUT de ALE.
Q37) Voir le chronogramme sur la feuille réponse CRS.
Q38) Le symbole V placé en sortie du composant 74hc173 signifie que les sorties peuvent étre

placées a I'état Haute Impédance(HZ).

Q39) Le rdle des résistances R42..45 est donc de matérialiser un état BAS sur Q[3..0] lorsque
les sorties du 74HC173 sont a 1'état HZ , Ce sont des résistances de rappel.a Ov.

Donc si A15="0" le bus Q[3..0] = $0.
Q40) Voir le chronogramme sur la feuille réponse CRS.
Q41) PSEN="0".
Q42) Le numéro d'appel des secours est $17.

Q43) Voir la feuille réponse CR4.

FIN
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Correction de la feuille réponse CR1

£ Fomesoutra com

ca sowlra .

Docs a portée de main

Question Q11) Tableau de fonctionnement du montage Transistor-relais

Répondre par "0" ou"1" Bloqué ou Alimenté ou Contact entre R et C ou Exprimée en
Saturé non alimenté Contact entre T et C kohms

Valeur logique de Etat du Etat du relais Etat du contacteur Valeur de
1/0 transistor T2 REL1 RCT Rout
Ab:llell:lcé(ee de «0» Bloqué non alimenté entre R et C 4.7kQ
Pr(:.flelﬁzz de «1» Saturé alimenté entre T et C 9.4kQ

Question Q18) Position du contacteur de l'interrupteur et état des liaisons filaires.

Casn°l :

Aucun probleme

d'intrusion et

la liaison

Etage d’entree
de I"adaptateur

=allup

filaire intacte

D2

Cas n°2 :

Un probléme
d’intrusion et

la liaison

Etage d’entree
de I"adaptateur

1

filaire est intacte

g
.

Casn°3:

La liaison filaire

a été coupée et
le capteur est au repos

Etage d’entree
de I"adaptateur

CDfi‘

w,iz

Casn’4:

La liaison filaire a été

Etage d’entree
de I"adaptateur

4.7K - [
court-circuitée et RC2 zL{D = =ac R
le capteur est au repos #7K i |
P P L e |
Questions : Q19) Q20) et -----m-memomee- Q28) --mmmmmemmmmeeeee
Valeur de Rcapt (en VAC1 Vdal Vda2 DA1 DA2
ohms) (en Volts) | (en Volts) | (en Volts) | ""0" ou ""1" | "0" ou "1"
Aucun probleme
. . 1.76V LA YA mygn
Vintrasion 4.7kQ oV | 5V 0 1
Un probléme
. . 2. SOV AN RA mygn
Lintrasion 9.4kQ 5V | 5V 1 1
La liaison filaire P e e
oy . infinie 4.30V 5V ov 1 0
a eté coupee
La liaison filaire 0Q N N
a été court-circuitée oV oV oV 0 0
Bac Génie Electronique . y N . .
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Correction de la feuille réponse CR2 M‘,ﬁgﬂ A& Lom
Questions Q22) Tracer les tensions Vref2 et Vref3 sur le Chronogramme Chr A. Docs & portée de main
Questions Q27) Tracés de Vdal, Vtestl, Vtest2, Vda2 sur le Chronogramme Chr B.

Vrefl et Vsac (en Volts )
Vref2, Vref3 (en Volts ) (a tracer)

A
‘ Chr A
4 - ! ! ! ; ! ! !
5 - o e 4
- ' | ' . | ! f — Vrefl
2 : : 5 i : E :
! ! ' ; ! ; — Vref2
E ; 5 ! : E i Vsac
— —— T Vref3
1| a a ! ; a a !
0 i i a : i ! !
s sv 4 | | | | i | Chr B
Vdal ey — = = - - = - X . y-------- oo
)Y i i E E i
N S S B R N R R B
Vtestl [ Vo ; ; e B ' : : :
0V : : ; : ! H
y a a a s ! i ! ! a
Vtest2 LoV : — - : s —_—
ov i a 5 i
y : : : : : | : : :
Vda2 E —5—\—]— - — - —— — = :
oV 5 i
Bac Génie Electronique . y N . .
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Correction de la feuille réponse CR3

Question Q33) Compléter 1'organigramme.

y

A

Ecrire 10 0 dans les

sorties P17 P16 P15

A

y

Lire les entrées : P13 et P14

s Fomesoutra.con

R SOXLrR .
Docs & portée de main

P13=07 NON
etP14=17
OouI

Pas d'anomalie détectée

A

y

Prévenir les secours

N

y
Fin\<
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Correction de la feuille réponse CR4

Question Q34) Identifier les fonctions secondaires de FP4

Lom

1C42
joe -
3 o
i FS44
A |
T3 140
Kl
LS omon 1N4148
8 gE IC45:A 74HC4002
2| >=1
R 3 ,
— —— —1ic4t— —80C32— 4
v e 5 IC46:A 74HC02
———XTAL1 XTAL2 ‘ o[ > ‘
9] 1
RST /WRADAPT)—}
31 IC45:B_74HC4002 3
A A | 9| >=1
PSEN A5 2
39 s ‘ Al4 13
(AD0) 38 ©POO/ADO  P20/A8 5 "
AT —35—<=-0Pa1/ADT P21/A9 2 A A3 -
02 3z ©P@2/AD2 P22/A10 > —(hio
03— ©PB3/AD3 P23/A11 At i .
A4 3 ©PO4/ADA P24/A12 S (a2 | Bus d’adresses hautes A[15..8] —
#os)—3% ©PB5/AD5 P25/A13 6 13
AD6 5 ©P@B/AD6 P26/A14] L —(hia
a07)—2 ©PO7/AD7 P27/M5 A15 I
‘ —<>[p10 P30/RXD! IC43 27C040 IC44 6225
—Z <>lp11 P31/TXD SLE S45
(oAt ) ———<=>{P12 P32/INT0| 7INTO (%) g o
pel 4 3 Al A1 Do A02
Q" (ow2) 5 P13 P33/INT1 0 9 a2 D112 o1
o 5 ey P34/T0) 2 (82) 13
—(sa—8 <=1p1s P35/T1) 5 D1 ) ——51A3 D2 502 —
» 7 D2| ——{(a)—2A4 D3| D3
5 8 =P8 P3e/MR 7 M D3 sy —2 a5 D416 (aoe—
>@J—@P17 P37/RD /RD D4 () §A6 05 g 05
D5 A7 5 A7 D6 g (AD6
D6, (A8 4 h8 D7, AD7
D7, » A9 7
- i nie)2l{ate WEP -2 rwraoner -]
IC46:B_ 74HC02 O Joep22 r)—
GOSN e IC47 _ 74HC173 vep s 272}3 scsp-22
. e[ F o j—rm
G1 |
M4 1? G2 L /CE|
| gl |
—w 71> ek R
4 L3
| = 5 ey ‘
w2 TS0 _SQVvitg
| 03 4D 4QV
‘ R42..5
‘ =OND  444.7k ‘
P& oo
adresses/donnees -A/D[7.0] — =

Question Q43): Compléter le tableau suivant permettant d'identifier la valeur des bits d'adressage
de la mémoire ou est stocké le numéro d'appel des secours.
Donner la correspondance en hexadécimale de cette adresse.

Bits d'adressages de IC43 | A5 | A7 | Ay | Ats | Arg | Az | Az | A |Ag |A9 |A8 |A7 |A6 |AS [A4 |A3 |A2 |Al [AD
Valeur binaire des bits
e om 1o J1jo 1 1 jo |1 {ojo |1 |o |t |1 |1 |1]0]|1 |0

Valeur hexadécimale de I'adresse: $ 5697A
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Correction de la feuille réponse CR5

Question Q37) Compléter le bus A[7..0]

~+Fomesoutra

CR SOKErR .

Docs a portée de main

Valeur A .
hexadécimale de 0 ; ;
A/D[7..0] $B5 X L $01 X $OF ! X $A3 X $81
" - ]
ALE
IIOII ; :
Valeur 4 i i i
hexadécimale de ; ' '
A[7..0] $B5 X $01 X$9FX $A3
Question Q40) Compléter /A15, le bus Q[3..0] et les bits Q3, Q2, Q1 et QO.
A
Al5
/A15I
Al4 | i i i
i i o
@ -— ——} -
IWr I ; E ; ; ; :
: ; — - '
| . | R . | . .
A/D[3..0] $C X | ' $3 i | X B
] I ! I | | | . >
: - . L
Q[3..0] ' ; : : =N\/
8 X sc X s0 [ sc (50 X sc X s
T : : : | f >
L I | ! | | [
o L o R
! i i i i by _
4 L L o g
Ql o o TR B
L L o ‘
: ! D L g
@ — Be
| 5 | 5
A ! ! | 5 -
Q3 I ! | .
[ ! | .
| ! | i _
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s Fomesoutra.cm

R SCaLr R .

Docs a portée de main

Baréeme Electronique Centrale de surveillance

Question | Nombre de points répartition des points

Partie C1

Q1

Q2

Q3

Q4

sous-total

Partie C2

Q5

Q6

Q7 1,5+1,5

Q8 1,5+1,5

Q9

Q10

Q11 4 x 1 point

Q12

Q13 2 x 1 point

Q14

Q15

Q16

Q17

sous-total

Partie C3

Q18

Q19

Q20

Q 21 2 x 1 point

Q 22 2 x 1 point

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27 4 x 1 pt

Q 28 4 x 1 pt

Q 29

Q30 0,5 pt + 1,5 pt

Q 31

Q32

Q33

sous-total

Partie C4

Q34
Q35
Q36
Q37
Q 38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43

6 x 0,5 pt
2 x 1 point

2pt+2pt
1pt+2pts+4x0,5pt

4 pts + 1 pt

sous-total

| totall 100 | |
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